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限定されている。本研究は SiH4， GeH4 ガスの低温熱分解によって成長した未だ知られていない非品
質をはじめとする種々の新しい構造の Si ウイスカー及び、Ge ウイスカーの発見と電子顕微鏡，電子回
折，走査電子顕微鏡によるそれらの形態，成長機構，結晶構造の解析等の結果を報告したものである。
これらのウイスカ一成長には触媒が必要で特に Si ， Ge と共品合金をつくる Au が最も効果的であった。
Si 非品質ウイスカーにおいては低融点金属や手油脂が効果的であった。非品質ウイスカーは曲りくね
った特徴的な形態をしており，電子線回折はハロー図形を呈する。形態的観察から成長機構はVLS
機構に類似したものと考えられる。 Auを触媒とした時， 5000C付近で非品質と同時に多形Si ウイスカ
ーも成長する。電子線回折斑点から 非品質構造は10A程度の小領域毎にダイヤモンド型及び 6H型
構造をしたものの集合体と解釈される。多形Si ウイスカーは 6H型が基本的構造で，部分的に27R ，
51 R , 141 R 等の変形が見られる。これらの結晶形の出現の仕方は多形SiC と類似している。一方，
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